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量子半導体エレクトロニクス・量子融合エレクトロニクス

－アトからテラまで－ 量子ナノ物理とそのデバイス応用

電気系工学専攻

量子ナノ構造中では、量子効果や電子間の相互作用で様々な新しい物性が現れます。
平川・野村グループでは、量子ナノ構造の織りなす新しい物理の探索とそのデバイス応
用を目指した研究を行っています。

■ テラヘルツ領域における量子ナノ構造のダイナミクスとデバイス応用
■ 単一量子ドットトランジスタの物理と応用
■ 単一分子トランジスタ実現に向けたナノ技術・ナノ科学
■ エレクトロニクス-フォトニクス-メカニクス融合量子系の物理と応用

http://thz.iis.u-tokyo.ac.jp

エレクトロニクス-フォトニクス-メカニクス融合デバイスの
概念図
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Fb = 39 kV/cm

GaAs (6.5 nm)/Al0.3Ga0.7As (2.5 nm) SL

半導体超格子中の電子のブロッホ振動とテラヘルツ発振器への応用
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原子レベルのナノギャップを有する電極の作製と単一分子をチャネル
とするトランジスタの作製
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単一InAs量子ドットトランジスタの物理と応用

InAs量子ドット

SEM image Typical size QDs

h = ~ 20 nm 

SEM image Typical size QDs

h = ~ 20 nm 

分子線エピタキシーによる量子ナノ構造の結晶成長

Molecular beam epitaxy

Site-controlled InAs quantum dots
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